1. A MOSFET nagyj€lii modellezése

1.1. A MOSFET telitési tartomanyban érvényes

matematikai modellje az I, =K-(Ug U, ) Ves =10V G, =]
képlettel adott. Hatarozzuk meg a K és az Uy & 7/:# b
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Megoldas:

Vegyiink fel két pontot a jelleggorbék vizszintes szakaszan (ez jellemzi a telitési tartomanyt):
1. pont: Ugs=3[V], Ip1=70[mA];
2. pont: Uge=6[V], Ip2=1,27[A].
Ezeket behelyettesitve a MOSFET matematikai modelljébe, a kovetkezé egyenletekhez
jutunk:
Ipy = K(Ugs1 —Up)? = 0,07 =K(3-U,)*
Ip; = K(Ugs, = Up)? = 1,27 =K(6 — Up)?

A két egyenletet elosztva egymassal a kovetkezd egyenletet kapjuk:
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A kapott U; értéket az egyik kiindul6 egyenletbe helyettesitve kiszamitjuk K értékét:
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2. A MOSFET munkapontjanak meghatarozasa a nagyjelii modell alapjan

2.1. Az dbran megadott kapcsolasban hatarozzuk meg a MOSFET
munkapontjat definialoé Ups és Ip értékeket, feltételezve, hogy a
MOSFET telitési tartomanyban miikodik, tehat érvényes az

lp=K-(Ug —U,) képlet! Adott: K=1[mANV7, U=2[V].

Megoldas:

Az Ugs fesziiltséget az R1, R2 fesziiltségosztd hatirozza meg:
_ R 4o 50010% Lo

Uss = R1+R; ~ 700-103+500-103 15 = 5[V].

Az Ugs fesziiltségbdl kiszamithatd az Ip aram:
Ip = K(Ugs — UD? =1073(5 — 2)2 = 9- 1073 = 9[mA].

A nagyjelii helyettesité abra alapjan a kimend korre a kdvetkezd egyenlet irhatdo Kirchhoff

masodik térvénye szerint:
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Innen:

UDS= UDD_RD'ID - 15_103910_3 =6[V]

Mivel akapott Ups értékre érvényes Ups>Ugs Uy, helyes volt afetételezés, hogy a MOSFET

telitési tartomanyban iizemel.



3. A MOSFET kige€lii (linearis) modellje adott munkapontban
3.1. Hatarozzuk meg a MOSFET kigelii modelljét a 2.1 feladatban kapott munkapontban!
Megoldas:

Az egyetlen paraméter, amelyet szamitanunk kell, az a g

Im =2KWUgs—U) =2-1073-(5—-2) =6-1073 = 6[mS].

Kisjelekre amegfelel6 helyettesitd abra:




4. MOSFET-es er ositokapcsolas paramétereinek szamitasa

4.1. A 3.1 feladatban kapott
kigelti modell alapjan +15V
hatarozzuk meg az abran
megadott MOSFET-es

o ;i R1 RD
erdsitékapcsolas IMohm| | kohm sy
fesziiltségerdsitését és I
aramerdsitését (Ay=Uo/Ug, 11 A
A=idig)!
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Megoldas: -
ElGszor a tapforrast és a csatolo kondenzatorokat rovidzarral helyettesitjiik:
A
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A kovetkezo 1épésben a MOSFET-et helyettesitjiik a megfeleld kisjelti aramkori modellel:
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A kimeneti fesziiltség a vezérelt aramforras aramanak és a kimend kor eredd ellenallas-
értékének a szorzata:

u
Up = —9m " Ugs* (RplIR,) = u_o =—9m" (RplIRL) -
gs
Az ugs fesziiltség a bemend korben talalhato fesziiltségosztobol szamithato:
Rq||R; ) Ugs _ Rq||R;

Uy =————— U, = =
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A fenti szamitasok alapjan a fesziiltségerdsités:

Uy Uy Ugs R4||R;
Ay=—=—"—=—=gn  (Rpl|IR) " 75— ——
A megadott értékeket behelyettesitve:



10%(]500 - 10°
(106]|500 - 103) + 500 - 103
= —6-1073-909-0,4 = —2,18.
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Az dramerdsités szamitdsa visszavezetheto a fesziiltségerdsitésre:
Uy
A _io_RL _uo_Ri
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R, abemend forras altal latott eredd ellenallas:
R; = R; + (R{||R;) = 500- 103 + (10°||500 - 103) = 833[kQ].
Az aramer0sités értéke tehat:
833-103

W = —181,7
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